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はじめに  
 スカーミオンはトポロジカルな安定性を持ったナノスケールの磁化構造であり、非常に小さな電流での駆動
が可能であることからスカーミオンを用いたレーストラックメモリの研究が注目されている[1,2]。レースト
ラックメモリではスピン電流の注入などによってスカーミオンを駆動させながらデータの読み書きを行うた

め、スカーミオンが存在しやすいポジションをつくることで位置制御を行うことが重要である。本研究では、

イオン照射によって垂直磁気異方性を変化[3]させた磁性細線におけるスカーミオンの駆動についてマイクロ
マグネティックシミュレーションを用いて調査した。 
 
計算条件  
 材料定数は PtCo の値を用い、飽和磁化 Ms=580 emu/cm3、磁気回

転比γ=1.76×107 rad/(s・Oe)、交換スティフネス定数 A=1.5μerg/cm、
損失定数α=0.3、非断熱項β=0.3、DMI定数 D=3.0 erg/cm2、磁気異

方性定数は図 1のように Ku=8.0または 7.5 Merg/cm3とした[2]。磁
性細線の大きさは 490 nm×100 nm×0.4 nmとした。このような磁
性細線にスカーミオンを 1 つ配置し、スピン電流を印可して+x 方
向に駆動させるシミュレーションを行った。スピン電流はパルス幅

tp nsだけ流した後電流を切り、スカーミオンが停止する位置を調査
した。 
 
結果  
	 図 2に電流密度 J=50 MA/cm2、パルス幅 tp =2~14 nsにおけるスカーミオンの中心位置の時間変化を示す。 
図 2より、電流を切った後スカーミオンは Kuが高い領域を避けるように動き、Kuが低い領域の中心に移動し
てから静止していることがわかった。よって Kuが低い領域の中心をビットポジションとして定めることがき
る。図 3 に電流密度とパルス幅によるスカーミオンの静止位置の変化を示す。J=30 MA/cm2以下の場合、ス

カーミオンは Kuが高い領域がピニングサイトの役割を果たし移動できないことがわかった。J=50 MA/cm2以

上の場合、スカーミオンはピニングされることがなく、パルス幅によって静止位置が変化していることがわ

かった。 
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Fig.1 Schematic of the magnetic nanowire   
 and anisotropy. 

Fig.3 Stopped position of a Skyrmion at 
various current J and pulse width tp Fig.2 The trajectories of the Skyrmion at 

various pulse width for J = 50 MA/cm2 
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